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Die f ofgenden Angaben sind den vom Anmelder etngereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verdrahtungstei! und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil 
© Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 

denabschnitt (4), der rnit einer an einer Oberflache eines 

Halbleiterelements (8} ausgebiideten Elektrode elektnsch 

verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der 

rnit etner an einer externen Schaltung ausgebiideten Elek- 
trode elektnsch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 

abschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 

bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), derzweite Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) 

sind aus einem plattenformtgen leitenden Korper (1) aus- 

gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 

nicht grofier als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 

.denabschnitts (4) Oder des zweiten Elektrodenabschnitts 

(5) ausgefuhrt ist. Etne Feinverdrahtung kann dadurch er- 

reicht werden, indem der Leiter ais Verdrahtungsteil zur 

elektrischen Verbindung der Halbleiterelementeiektroden 

(9) mit den Aufceneiektroden der Halbleitervorrichtung 

nicht grower als die Halfte der erforderlichen Dicke des 

Leiterrahmenmateriais ausgefuhrt wird. 
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Bcschreibung 



Die Erhndung bet riff l cin Vcrdrahtungstcil zur Vcrwcn- 
dung bei einer Haiblei tcrvorrichl ung und cincn T ,ei terra h- 
men mil dem Verdrahtungstcii. 5 

In letzier Zen ist im Zusammenhang nut dcr hohcren In- 
tegral ion und dcr hohcren Dichle von HaJ blei tcrvorrichl un- 
gen die Anzahl dcr Eingabe-/Ausgabcanschliissc von Haib- 
leiucreleinent.cn angestiegen und die Unierleilungsbreiie der 
Anschlusse engcr geworden. 10 

Die GroBe und die Unterteilungsbreit.e von Haib leitcre Le- 
nient elektroden. die an den Oberfiachen von eine Haiblei rer- 
vorricht.ung bildenden Haiblei terelemenlen vorgesehen 
sind. unterschciden sich von denen der AuBenelektroden, 
die beispielsweise auf der auGeren Oberflache der Haiblei- 15 
tervornchtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen 
Verbindung der Hal blei lerelenien tele k trade n und der Au- 
Benelektroden dcr Haiblei tervorricht ung cin Vcrdrahtungs- 
r.eil erforderlich. 

Als Verdraht.ungst.eil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 
druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung 
mil eineni Leiterrahmen kann als eine Einschicht verdrah- 
tung zur Verbindung erster Elektrodenabschnilte, die mil 
den auf den Oberfiachen der Haiblei lerelenien te vorgesehe- 
nen Haiblei lerelenien leleklroden uber Meialldrahle oder 25 
dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektro- 
denabsch.mt.ten definiert. werden, bei denen es sich urn die 
AuBenelektroden der Haiblei tervorrichtung handelt. Dem- 
gegenuber kann die Verdrahtung mit. einer Leiterplatte als 
eine Mehrschichi. verdrahtung zur elektrischen Verbindung 30 
der ersten Elektroden absch nitre, die mit den Halb lei lerele- 
nien 1 elektroden uber Metalldrahte oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind, mil den zweiten Elektroden abseh nit- 
ten, bei denen es sich urn die AuBenelektroden der Halblei- 
tervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 35 
Oberfiachen von zumindest zwei Schichten einer doppelsei- 
tigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen lei- 
tenden Verdrahtungen und auBerdein eines Durchgangs- 
lochs definiert werden, das die bei den .unterschiedlichen 
Schichien ausgebiideten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 
verbindet. 

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Haiblei tervorrich- 
tung, bei der eine bei spiels weise in der japanischen Offenle- 
gungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkommliche Leiter- 
platte angewendet ist. In dicser DarsteUung bezeichnet die 45 
Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelcment- 
elektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfla- 
che das Halbleiterelement 8 angebracht ist, 11 eine an der 
Oberflache der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 
tende Verdrahtung, 12 einen Metalidraht, 13 ein Durch- 
gangsloch, 14 einen an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
druckten Leiterplatte 10 ausgebiideten AuBenanschluB und 
15 ein Vergufiharz. Bei der mit Harz vergossenen Haiblei ter- 
vorrichtung, bei der das Halbieiterelement 8 an der gedruck- 55 
ten Leiterplatte 10 angebracht. ist und mit dem VerguBharz 
15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberflache 
des Halbleiterelements 8 ausgebildete Hal blei terel einen t- 
elektrode 9 liber den Metalidraht 12 mit einem Ende der an 
der oberen Oberflache der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 
sehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wo- 
bei das eine Ende in der Nahe des Halbieiterelemenis 8 an- 
geordnet ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 
ist uber das Durchgangsloch 13 mil. dem an der ruckwarti- 
gen Oberflache dcr gedruckten Leiterplatte 10 ausgebiideten 65 
AuBenanschluS 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigt eine Schnittansicht einer Haiblei tervorrich- 
tung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschrift 



258 048/1988 olTenbarte andere herkommliche Leiterplatte 
angewendet. ist. Bei der DarsteUung bezeichnet die Bezugs- 
zahl 8 ein Haiblei tereleiuent, 9 eine an der Oberflache dcni 
Halbleiterelements ausgcbildcic Hal blei terelemeniclcktrode 
und 16 eine gedruckte Mchrschicht-Leil.erplat.te dar, an de- 
ren Oberflache das Hal blei terelemeni 8 angebrachi ist. Die 
Bezugszahl 11 bezeichnei cine an der Oberflache dcr »e- 
druckten Mehrschichi -Leiterplatte 16 ausgebildete lei tende 
Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruck- 
ten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete interne Ver- 
drahtung, 18 ein Blindloch zur elektrischen Verbindung al- 
ter Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16, 
14 einen an der ruckwartigen Oberflache der gedruckten 
Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebiidet en extern en An- 
schluB, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit. einem 
Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verbindung der Haib- 
leiterelementelektrode 9 mit der an der Oberflache der ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebiideten leiten- 
den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei der mit 
Harz vergossenen Halbleit.ervorricht.ung. bei der das Halb- 
leiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 
16 angebracht ist und mil dem VerguBharz 15 vergossen isL, 
sind die Haiblei terelementeleklrode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebil- 
dete leitende Verdrahtung 11 miteinander mittets des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem ist die leitende 
Verdrahtung 11 uber das Blindloch 18 und der internen Ver- 
drahtung 17 mit dem an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebiideten AuBen- 
anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen Offenle- 
gungsschrift 258 048/1988 offenbarten Haiblei tervorrich- 
tung kann ein Halbleiterelement mit. mehr Anschliissen als 
das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 of- 
fenbarte Halbleiterelement 8 angebracht werden, da bei die- 
ser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der inter- 
nen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandt wird. 

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung 
der Elektroden an den Oberfiachen der Haiblei terelemente 
mit den AuBenelektroden der Haiblei lervorrichlung eine 
Leiterplatte verwendei wird, wird eine Kupferfolie miL einer 
Dicke von 25 um bis 75 um bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendet, wodurch ermoglicht wird, eine Verdrahtungsunter- 
teilungsbreite von 50 pin bis 150 um auszubilden. Zusatz- 
lich sind die AuBenelektroden einer Halbleitervorrichtung 
mit einem groBen Verdrahtungsabstand aufgrund der Aus- 
bildung eines Ldtanschlusses (eine Lotwolbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 
gegenubcrliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterele- 
niente angebracht sind, damit die GroBe Halbleitervorrich- 
tung verringert werden kann. 

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei 
dieser DarsteUung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halblei- 
terelement, 9 eine an der Oberflache des Halbleiterelements 
ausgebildete Halbleitereiementelektrode, 20 an Befesti- 
gungsplattchen, an den das Halbleiterelement angebracht 
ist, 21 ein BefesLigungsharz bzw. einen Kleber, der das 
Halbleiterelement an das Befestigungsplattchen 20 klebt, 4 
einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens, 5 einen 
zweiten Elektrodenabschnitt 5 des Leiterrahmens, 12 einen 
dunnen Metalidraht zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leitereiementelektrode 9 mit dem ersLen Elektrodenabschnitt 
4, 15 ein die Haiblei terelemente abdichtendes VerguBharz, 
22 cine cxtcrnc Schaltung und 23 cine an dcr cxtcmcn 
Schaltung ausgebildete Elektrode, die an den zweiten Elek- 
trodenabschnitt 5 durch Lotzinn 25 oder dergleichen gelotet 
ist. 
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I<ig. 25 zeigt ein Schnitiansicht eines Lciierrahmcns zur 
Beschreibung dcs Herstcllungsvcrfahrcns des Leiterrah- 
mens (lurch einen he rkomm lichen Atzvorgang. Bei dieser 
Darslellung bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Me- 
la I Iplalic (cin Leiterrahmen material) mil einer Dicke von 
125 bis 200 pin und 3 eine Aizmaske mil einem vorbe- 
siiuunien Muster, wobei dasselbc Muster auf beiden Ober- 
fiachen dor Icitenden Metal lplattc 1 ausgebildci. sind. Die 
Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des 
Lcitcrrarmiens, der durch Atzen der leitenden Metallplatte 1 
von beiden Oberfiachen erzeugl wird, damit ein nicht. von 
der Atzmaske bedeckter Abschniu. durchdrungen vvird. Da 
der herkonmiliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt. 
wird, wenn die lei ten de Metallplatte 1 mit einer Dicke von 
125 jum bis 200 pin verwendet wird } muG der Ab stand zwi- 
schen benachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwaso groR 
wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein, AuBerdem 
lag zur Gewahrlcisrung dcs Atzvorgangs die minimalc Un- 
lerteilungsbreite (piich) dcs Leiterrahmens in einem Bereich 
von 210 um bis 250 unu was el wa doppelt so groB wie die 20 
Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist. 

Zur Verkieinerung der Unterleilungsbreite des herkomm- 
lichen Leiterrahmens sind bet Definition des mit einer Halb- 
leiterelementelektrode durch Drahtbonden verbundenen 
Abschnitts des Leiterrahmens ais cin erster Eleklrodenab- 25 
schnitt und des an eine ex tern e Schaltung geloteten Ab- 
schnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur 
Verringerung der Dicke des ersten El ektroden abschniu s 
durch Atzen und darauffolgendes Verkleinern des Verdrah- 
tungsabstands in den japanischen Offenlegungsschrifien 30 
45 967/1990 und 335 804/1995. offenbart. Fig. 26 zeigt den 
Vorgang zur Hersteliung des Leiterrahmens, die in der japa- 
nischen Often leg ungs sen rift 335 804/1995 offenbart ist. Bei 
dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leilende Me- 
tallplane, bei der es sich um ein Lei terrain nemnat erial han- 35 
delt, 3a und 3b Atzmasken und 4 den ersten Elektrodenab- 
schnitt 4 dar. Die an einer Oberflache der leitenden Metall- 
platte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersten ElektrodenabscbnitLs4 auf, wobei die 
an der anderen Oberflache der leitenden Metallplane 1 aus- 
gebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen 
Oberflache aufweist, um diese vollstiindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 steiit eine Aussparung, die, um 
diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt 
wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunachst 
werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberfiachen der 
leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 26(a)), wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberfiachen gestartet wird und zeit- 
weilig ausgesetzl wird, wenn die liefe der Aussparung 23 
zwei Drill el der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 
(Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite 
der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausge- 
bildet, wodurch verhindert wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreitet (Fig, 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 fortgesetzt, 
bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die 
Atzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen 
fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt. eine Schnittan- 
sicht des auf diese Weise ausgebildet en Leiterrahmens. 
Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 150 um be- 
tragt, wird die Dicke T2 des ersten Elektrodenabschnitis 4 
dcs Lcitcrs 50 pin, was cine Verkieinerung der Lcitcruntcr- 
teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich um die AuSen- 
elektrode der Halbleitervorrichtung bandelt, und 20 ein Be- 



fcsiigungsplat.tchcn, an das ein Halbleuereiemcm angc- 
bracht isl. 

In den japanischen Offenlegungsschrifien 216 524/1987 
und 232305/1994 sind Verfahren zur Verringerung der 
5 Dicke dcs Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 ab- 
wechselnd auf beiden Oberfiachen der leitenden Metall- 
platte 1, bei der es sich um Leiterrahmen material han dell 
und zur Verkieinerung der Leitemntertcilungsbrcite durch 
Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 ge- 
10 zeigt. Jedoch weisi ein derartig dunner ausgel under Leiter 
den Nachteil auf, daft, da geatzie Oberfiachen abwechsclnd 
freiliegen. fails diese als Elekirode zur Verbindung mittels 
Drahtbonden mil dem Halbleit ere lenient verwendet wird, 
sich das nahtformige Bondemittel zwischen der gealzicn ro- 
L5 hen Oberflache und dem Halbleit erelement ablost. 

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer 
Mehrschichi-Leiterplatte als Verdrahi.ungsteil eine groBere 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlusscn eines Halblci- 
terelements (Halbleitereleinentclektxoden) und einer klciner 
Unterteilungsbreile hinsichtlich der GroBe verwirklicht wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
loch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unter- 
schiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang. 
Folglich tritt das Problem auf, daB die Kosten der Halblei- 
tervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die 
Reinigung der gebohrten Oberfiachen, den Schutz der Lei- 
lerplatte vorSchneideol fur das Bohren und vor Bohrspanen 
und dergleichen erhohl. werden. 

Demgegenuber ist bei der Verwendung eines Leiterrali- 
mens als Verdrahtungsteil eine Technik vorgeschlagen wor- 
den, die dieLeiterunterteilungsbreite verkleinert., jedoch ist 
fur die Auftenelektroden der Halbleitervorrichtung keine 
Technik vorgeschlagen. Deshalb ist. ein Verdrah rung sab- 
stand, der derselbe oder groBer wie der herkommliche ist, 
zwischen den ersten Elektrodeoabschnitten mit kl einer IJn- 
terteilungsbreite und den zwei ten Elektrodenabschnilten 
(A uBenel ektroden) mil der grofien Unterteilungsbreile er- 
forderlich. Zusatzlich tritt das Problem auf, daB eine groSe 
Untertcilungsbreite und ein groBer Bereich zur Ausbildung 
eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, wes- 
halb es folglich umnoglich ist, eine verklcineric Halbleiier- 
vorrichtung zu erhalten. 

Daher liegt der Erlindung die Aufgabe zugrunde, diese 
Problenic zu losen und einen Aufbau zur Verkieinerung des 
Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung ei- 
ner Mehrschichi-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Ver- 
wendung eines Lei terra hmens und Verdrahtungsteils zu ver- 
wirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebautist. Dabei 
soli ein Verdrahtungsteil, das eine groBere Anzalil und eine 
kleinere Unterleilungsbreite der Stifle der Eingangs-/Aus- 
gangsanschlusse eines Halbleit erelements erreichen so wie 
die Verkieinerung und Kosten verringerung der Halbleiter- 
vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mil 
einem derariigen Verdrahtungsteil geschaffen werden. 

Diese Aufgabe wird durch die in den bei gefu glen Paten t- 
anspruchen dargeiegten MaBnahmen gelost. 

ErfindungsgemaB wird ein Verdrahtungsteil geschaffen, 
das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an 
einer Oberflache eines Halbleiterelenients ausgebildeten 
Elektrode elektrisch verbunden ist. einen zweiten Elektro- 
denabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen 
Verdrahtungsabschniu gekennzeichnei ist, der den ersten 
Elekixodenabschniti mit dem zweuen Elektrodenabschnitt 
vcrbindet, wobei der crstc El ektroden abschniu, der zweite 
Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschniu aus ei- 
nem plattenformigen leitenden Korper ausgebildet sind und 
die Dicke des Verdrahtungsabschnitts nicht dicker als halb 
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so dick wic dcr ersic Elektrodcnabschniti oder der zwcite 
Eieklrodcnabschnill ausgefuhn. isl. 

Dcr Verdrah tungsabschnitt kann an ciner Oberflache des 
pi a M en to m ii gen ieitenden Korpers vorgeschen scin. 

AuBerdem konnen die Verdrahlungsabschniue verslreul 
an beiden Oberflachen des platienfonnigen leiienden Kor- 
pcrs angeordnct scin. 

Die Dicke des erst en Elektrodenabschnitts und die Dicke 
des zweiten Elektrodenabschnitts konncn dieselbe wie die 
des pi alien formigen leiienden Korpers scin. io 

Weiterhin kann die Dicke cntweder des ersten Elektro- 
denabschnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts die- 
selbe wie die des plattenformigen Korpers sein. wobei die 
Dicke des andercn nicht. rnehr als die Halfte der des platten- 
formigen leiienden Korpers betragen kann. 15 

Daruberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder 
der zweite Elektroden abschnitu deren Dicke nicht niehr als 
die Halfte des platlcnformigcn leiienden Korpcrs bctragt, 
gepreBf. werden, um deren Oberflachen eben auszufuhren. 

Erfindung sgemiiB wird auBerdem ein Verdrah Lungs Lei 1 20 
geschafYen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der 
mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelenients aus- 
gebildeten Eiektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten 
Elektrodenabschnitt, der mil einer an einer exlernen Schal- 
tung ausgebildci.cn Eiektrode elektrisch verbunden ist, einen 23 
Verdrahtungsabschnitt, dcr den ersten Elektrodenabschnitt 
mil. dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, und einen 
Verbindungsabschnit.t gekennzeich.net. ist, der bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrah- 
tungsabschnitts ausgebildet is*, wobei der erste Elektroden- 30 
abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrah- 
tungsabschnitt und der Verbindung sabschnitt aus einem 
plattenformigen leiienden Korper ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elektroden abschnitts 7 des zwei- 
ten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 35 
nicht groBer als die Halite der Dicke des Verbindungsab- 
schnitts ausgefuhrt ist. 

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitl sein, bei 
dem der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elek- 
trodenabschnitt oder der zweite Elektroden abschnitu der 40 
breiier als der Verdrah tungsabschnitt. ist, sich gegenscitig 
uberlappen, 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitte, die entwe- 
der den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elek- 
trodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 
tungsabschnitt en ausgebildet sind, derart. angeordnet wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind. 

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen 
leiienden Korper durch Atzen ausgebildet werden. 

Zumindest eine Oberflache des ersten Elektroden ab- SO 
schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht 
deiri Atzvorgang unierzogen worden sein. 

Der Leiterrahmen gemaB der Erfindung ist mil einer Viel- 
zahl von Verdrahtungsteilen versehen. 

Die Erfindung wird nachstehend an hand von Ausfuh- 55 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende 
Zeichnung naher beschricben. Es zcigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leuerrahmens gemaB ei- 
nem ersten Ausfuhrungsbeispiei. 

Fig, 2 eine Draufsicht des Leiterrahmens gemaB dem er- 60 
sten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig, 4 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiei, 65 

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 6 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens 



gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 7 cine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrah- 
mens gemaB eineni zweiten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 8 eine Schnitlansichf des Toilers des T^eilerrahniens 
gemaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig- 9 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiierrah- 
niens gemaB eineni dritien Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 10 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dent dritien AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrah- 
mens gemaB einem vierten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterrahmens 
gemaB einem funften Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem funften Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 15 cine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens ge- 
maB dem funften Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens 
gemaB einem sechsten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 17 eine Ansicht. eines Leiters des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 18 eine Ansicht. des Leiters des Leiterrahmens gemaB 
dem sechsten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB einem 
siebten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 20 cine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
siebten Ausfuhrungsbeispiei, 

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elek- 
trodenabschnitts des Leiterrahmens gemaB dem siebten 
Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung, 

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleitereleraent an ei- 
ner herkommiichen gedrucklen Leiterplatte angebracht ist, 

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz ver- 
gossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein H alb lei 1 ere le- 
nient an einer herkommiichen gedrucklen Leiterplatte ange- 
bracht ist, 

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit. Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein herkonmilicher Leiterrah- 
men angewendet ist, 

Fig. 25 eine Sc hniiiansicht eines herkommiichen Leiter- 
rahmens, 

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommiichen Leiterrahmens darstellt, 

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkommiichen 
Leiterrahmens und 

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommiichen Leiterrahmens darstellt. 

Erstes Ausfuhrungsbeispiei 

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemaB dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiei unter Bezug auf die Zeichnung beschrie- 
ben. 

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Lei- 
terrahmens gemaB dieser Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 
eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei 
diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine lei- 
tende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Ver- 
drahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elek- 
trodenabschnitt 4, der elektrisch uber einen dunnen Metall- 
draht oder dergleichen mit einer an der Oberflache des Halb- 
Icitcrclcmcnts 8 ausgcbildctcn Eiektrode 9 elektrisch ver- 
bunden ist, 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt 5, bei dem 
es sich uni eine mit einen exlernen AnschluB 14 elektrisch 
verbundene AuBenelektrode der Halbleitervorrichtung han- 
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dell, die aus einem LotanschluB hcrgcsteUt. ist, 15 ein Ver- 
guBharz, 20 cin Bcfcsiigungsplatt.chen, an das das H alb lei - 
lerelement 8 angebracht isu 101 eine Fuhrungsstange und 
102 einen Toiler rah men. 

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Hcrstcllungsvor- 
gang des Leitcrrahmens gemaB dem Ausfuhrungsbeispiel 
darstellt. Bei dieser Darslellung bezeichnet die Bezugszahl 
3 Atzmasken, T die Dickc dcr ieitenden Metallplatte 1, Tl 
die von der Oberflache (ruckwanigen Oberflache) der Iei- 
tenden Metallplatte 1 geatzte Dicke, an der die Verdrah- 
tungsabschnitte 2 nichi ausgebildet sind, T2 die Dicke dcr 
Verdrahtungsabschnitte, die durch Arzen diinner ausgefiihrt 
werden, Ml ein Maskierungsmuster der Atzmaske 3 zur 
Ausbildung der Verdrahtungsabschnitte 2 und M2 eine OlT- 
nung der Atzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 
schen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen 
Wl bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmu- 
sicr Ml ausgcbildci.cn mittlcrcn Abschnitts des Vbrdrah- 
tungsabschnitts 2 in derRichtung der Dicke, wobei lediglich 
aufgrund der geatzten Seiten die Dicke kleiner a!s das Mas- 
kierungsmuster Ml ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnel 
den A b stand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Ver- 
drahtungsabschnitten 2, wobei der Abstand lediglich auf- 
grund der geatzten Seiten groBer als die Offnung M2 ist. Die 
Bezugzeichen A und B bezeichnen Atzgrenzflachen, die die 
Mustergrenzfiachen an den durch Atzen von der unteren 
Oberflache des Verdraht.ungsabschnit.ts 2, das heiBt von den 
von der ruckwanigen Oberflache der Ieitenden Metallplatte 
1 ausgebildeten Oberflachen sind. Der Leiterrahmen wird 
durch Ausbildung der Atzmasken 3 mit. einem vorbestimm- 
ten Muster an beiden Oberflachen der Ieitenden Metallplatte 
1 erhalten, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleich- 
zeitig gestartet. wird, das Atzen ausgesetzt. wird, wenn die 
leitende Metallplatte 1 leilweise durchdrungen ist und die 
vorbestimniten Atzenden A und b erhalten werden, und 
schlieGlich die Atzmasken 3 entfernt werden. Dabei wird die 
Atztiefe Tl von der ruckwanigen Oberflache groBer als die 
Halfte der Dicke T der Ieitenden Metallplatte 1 und die 
Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte 
der Dicke T der Ieitenden Metallplatte 1. 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrdhtungsabschnitte 2 lediglich 
an einer Seite der Ieitenden Metallplatte 1 vorgesehen, je- 
doch konnen wie in Fig, 4 gezeigt die Verdrahtungsab- 
schnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils ab- 
wechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der Ieitenden 
Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Lei- 
terunterteilungsbreiie verringert wird. GemaB dieser Dar- 
stellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsab- 
schnitte fiir die- ersle Seite der Ieitenden Metallplatte 1, 2b 
Verdrahtungsabschnitte fiir die zweite Seite der Ieitenden 
Meiallplatte 1, M3 eine Offnung fur die Atzmasken 3 zur 
Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. 
die an un terse hiedlichen Seiten der Ieitenden Metallplatte 1 
ausgebildet sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des 
Leiierrahmens gernaB diesem Ausfuhrungsbeispiel. Da 
beide Oberflachen des ersten Elektroden abschnitts 4 und des 
zweiten Elektroden abschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 
Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektroden ab- 
schnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 mil 
dem zweiien Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrah- 
tungsabschnitts 2 mit dcr Atzmaske 3 wahrend des Atzvor- 
gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite 
durchgefuhrt. Deshalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 
dunner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 



Elektrodenabschnitt 5 ausgefuhn. 

Fig. 5 zcigt den Fall, bei deni die Vcrbindungsobcrflachen 
(AnschluGobcrilachen) 4a und Sa des ersten Elektrodenab- 
schnitt s 4 und des zweiten "Rlckirodenahschniiis 5 an dense I- 

5 ben Seiten der Ieitenden Metal) plane 1 ausgebildet sind. wo- 
hingegen Fig. 6 den Fail zeigt, bei deni die Vcrbindungs- 
obcrflachen 4a und 4b an unl.crsch.icd lichen Seiten der Iei- 
tenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiten des 
ersten Elekirodenabschnins 4 und des zweiten Ele ktroden - 

10 abschnitts 5 nicht geatzte cbenc Oberflachen der Ieitenden 
Metallplatte 1 sind, wird kein Problem heint Bonden verur- 
sacht. Deshalb konnen die Verbindungsoberflachen des er- 
sten Elektrodenabschnit.ts 4 und des zweiten Elektrodenab- 
schnitts 5 wie gewunscht ausgewah.lt werden. 

15 Bei dem Leiterrahmen gemaB diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel wird ein Arzen von beiden Seiten der Ieitenden Metall- 
platte 1 durchgefiihru wodurch die Verdrahtungsabschnitte 
2 nichl dicker als die Halfte dcr Dicke dcr Ieitenden Metall- 
platte 1 ausgefiihrt. werden. Foigiich kann das Atzen unter 

20 den Bedingungen durchgefuhrt. werden. daS der Abstand 
W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Ab- 
stand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b 
derselbe wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 2a 
und 2b ist. Foigiich kann, selbst wenn die Leii.erunt.enei- 

25 lungsbreite doppell so dick ausgefiihrt wird, wie die Dicke 
T2 normalerweise isU diese kleiner ais die Dickte T der Iei- 
tenden Metal Iptatte 1 sein. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen die zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elekiro- 

30 denabschnitte 4, das heiBt an der Ruckseil.e des an dem Be- 
festigungsplattchen 20 angebrachten Halbleiterelements 8 
angeordnet werden. Foigiich kann eine verkleinerte Halblei- 
tervorrichtung erhalten werden. 

AuSerdeni kann der Vorgang unter den Bedingungen 

35 durchgefuhrt werden, daB der Abstand zwischen den Ver- 
drahtungsabschnitten 2 etwa genauso groB ist wie die Dicke 
T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, indent die Dicke T2 der 
Verdrahtungsabschnitte 2 dunner ausgefiihrt. wird. Deshalb 
kann die Lei rem ntertei lungsbreite verkurzt werden, wobei 

40 eine Feinverdrahtung moglich wird. Zusatzlich kann, wenn 
die Verdrahtungsabschnitte 2a der ersten Seite der Ieitenden 
Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2b der zwei- 
ten Seite der Ieitenden Metallplatte 1 abwechselnd angeord- 
net. werden, der Abstand W3 zwischen benachbarten an un- 

45 terse hiedlichen SeiLen der Ieitenden Metallplatte 1 ausgebil- 
deten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ab- 
stand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgefiihrt. werden, 
wobei foigiich die Leiteruni.ertei lungsbreite weiier vcrklei- 
nert werden kann. AuGerdem konnen die Verbindungsober- 

50 flachen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 derart wie gewunscht bestimmt wer- 
den, daB die Flexibility der Anordnung der Haibleilerele- 
mentelektroden und der AuBcnclektroden der Halbleitervor- 
richtung erhoht wird. 

55 

Zweites Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel weisen die ersten 
Elektrodenabschnitte 4 und die zweiien Elektroden ab- 

60 schnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwi- 
schen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derselben 
Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunnerc 
Ausfuhrung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Atzen 

65 von cincr Scitc bei dem Atzvorgang vcrklcincrt werden, 

GemaB Fig. 7 ist die Verbindungsoberflache 5a des zwei- 
ten Elektrodenabschnitts 5 an dcr Seite vorgesehen, die 
nicht geatzt wird. Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es 
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crfordcrlich ist, die Verbindungsoberfiachc 5a des zweiten 
Elektroden a bschni us 5 an dergeatzlcn Seite vorz.usehen, die 
Verb indungsoberfl ache durch Anwendcn eines Pressens an 
dent y.weilcn Elektrodcnabschniti 5 eben ausgefuhrt werden, 
was herkommlich ausgefuhrt wurdc, um ein Lei lerende eben 
auszufuhren, ohne das ein Problem beim Bonden verursachi 
wird. Jedoch wird, falls der zweite Eleklrodcnabschnin 5 
durch Pressen dunner ausgefuhrt wird, wenn der zweite 
Elektrodenabschniu 5 eine Dicke Tl, eine Leiierbrcite Wl 
und eine VerringerungsgroBe AT2 aufweist, AT2 gleich £ 
T2, wobei die erhohte Leiterbreite gleich v x (AT2/T2) x 
(Wl) wird, was anzeigt, dafi der Leiterabsland lediglich auf- 
grund der erhohten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte 
der Pre8vorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 
dunner auszufuhren. nur soweit durchgefuhrt werden, um 
die roh geatzte Oberflache eben auszufuhren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den zweiten Elcktrodcnabschnitlcn 5 klcincr aus- 
gefuhrt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt. 5 
dunner ausgefuhrt wird. Folglich kann eine verkleinerte 
Halbleilervorrichtung erhalten werden. 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB deni zweiten Ausfuhrungsbeispiel sind die zwei- 
ten Elektrodenabschnitte 5 dunner ausgefuhrt. Jedoch kann 
der Abstand zwischen den ersten Elektroden ahschnit.ten 4 
kleiner ausgefuhrt werden, indem die ersten Elektrodenab- 
schnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen 
von einer Seite bei dein Atzvorgang dunner ausgefuhrt. wer- 
den, 

GemaB Fig. 9 isi, die Verbindungsoberflache 4a des ersten 
Elekirodenabsehnitts 4 an der Scire vorgesehen, die nicht 
geatzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigl, wenn es 
erforderlich isi, die. Verbindungsoberflache 4a des ersten 
Elekirodenabsehnitts 4 an dergeatzlcn Seiie vorzusehen, die 
Verbindungsoberflache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Weisc wie gemaB deni zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
eben ausgefuhrt. werden, ohne daB ein Problem beim Bon- 
den verursachi. wird. 

GeniaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den Elektroden kleiner ausgefuhrt werden, indem 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 diinner ausgefiihrt wer- 
den, Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Stiften (Anschllis- 
sen, Elektroden) und einer kiirzeren Untert.eilungsbreite bei 
dem Halb lei tere lenient entsprochen werden. 



Viertes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sichl eines Leiters des Lei terra h men gemaB deni vierten 
Ausfuhrungsbeispiel, GeniaB diesen Darstellungen bezeich- 
nen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte, 
die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 
rahmens dunner ausgefuhrt. worden sind. Dabei bezeichnet 
die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschniu und 2b 
einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 aus- 
gebildeten Verdrahtungsabschniu. Die Bezugszahl 4 be- 
zeichnet einen ersten Elektrodenabschnin. und 5 einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt, wobei beide dunner ausgefuhrt 
sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsab- 
schnitt zwischen dem Verdrahtungsabschniu 2a an der er- 
sten Scitc und dem Verdrahtungsabschniu 2b an der zweiten 
Seite, der bei Ausbildung des Leiterrahmens nicht geatzt 
wird, da beide Seiten mil Atzmasken bedeckt sind. 

Gemafi diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 



schniitc auBer dem VerbindungsabschniU. 6 des Leiters 
durch Atzen von einer Seite diinner ausgefuhrt, was eine 
Fein verdrah lung emioglicht. Wie in Fig. 12gezeigt ermog- 
Hcht die Verwendung des Verbindungsabschniils 6 ein An- 

5 ordnen des ersien Elekirodenabsehnitts 4 und des Verdrah- 
tungsabschnitLs 2a an der ersten Seite der leitenden Metall- 
platie 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elekirodenab- 
sehnitts 5 und des Verdrah tungsabschni us 2b an der zweiten 
Seite der leitenden Mctallplaue 1, wodurch eine dreidinien- 

to sional vcrteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine 
Verdraht.ung mil einer hoheren Dichte verwirklicht und eine 
verkleinerte Halb lei tervorrich lung erreicht werden. 

Funfies Ausfuhrungsbeispiel 

15 

GeniaB dem vierren Ausfuhrungsbeispiel sind der erste 
Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elekirodenabsehnitts und 
die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnet. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigtdie er- 

20 sten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenab- 
schnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektro- 
denabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 
2b derarl, daB sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 

25 2a und 2b in der Milte um einen rechlen Winkel iindert. 
Folglich kann die Flexibilitat der Anordnung der Halbleiter- 
el em en t elektroden und der Auflenelektroden der Halbleiter- 
vorrichlung erhoht werden, was eine weit.ere Verkleinerung 
der Halblei tervorrich tung errnoglkht. 

30 Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiters, der anwendbar isU wenn der erste Elek- 
trodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die 
Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b nicht geradlinig verlau- 
fen. Fig, 15 zeigt eineperspektivische Ansicht eines Leiters, 

35 der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrah- 
tungsabschnitte 2a und 2b mit einein rechten Winkel anzu- 
ordnen. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kdnnen der erste 
Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 
40 derari in jeder beliebigen Lage angeordnet. werden, daB die 
Flexibilitat der Anordnung der Halbleiterelementelektroden 
und der AuBenelektroden der Halb lei lervorrichtung erhoht 
wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrich- 
tung ennoglichL 

45 

Sechst.es Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens ge- 
maB dem sechst.en Ausfuhrungsbeispiel wobei Fig. 17 und 
50 18 eine Draufsicht und eine Seilenansicht. eines Leiters des 
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Be- 
zugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelernent.e 
wie die gemaB Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschrei- 
bung. 

55 Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 
Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinan- 
der lie-gen, kann zur Verdrah tung ein wie in Fig. 17 und 18 
gezeigter U-fdrmiger Leiter verwendet werden, wodurch 
eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird. 

60 

Siebt.es Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB 
dem siebien Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine en> 
65 lang der Linic C-C genommcne Schnittansicht und Fig. 20 
eine perspektivische Ansicht. des zweiten Elekirodenab- 
sehnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsabschnitte 2 sind an der 
zweiten Seite des Leiterrahmenmaterials und die zweiten 
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Kick troxicnabschni nc 5 an desscn crsier Seiic ausgebildct . 
Bei dem AbschntU, an dcm ein Verdrahtungsabschniu 2 und 
ein zweiier Eiektrodenabschniii.5 sich uheriappen, ist an der 
ersien Seiic durch Alzcn ein Krcis gcniusierl, dcr die Form 
des zwcHcn Elckt rode nabschniits 5 ist., wohingegen dcr Vcr- 5 
drain ungsabschnitt bzw, das Verdrahtung s muster an der 
zweiten Seiic durch Atzen ausgebildct ist. Hinsichllich der 
anderen Punkte ist der Aufbau gemaB diesein Ausfuhrungs- 
beispiel wie geinaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel, wobci 
gemaB diesein Ausfuhrungsbeispiel ein Fall dargeslellt ist, 10 
bei dcm der zweke Elektrodenabschnitts an dem inFig. 1 1 
gezeigien Verbindungsabschniu 6 ausgebildet ist. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel sind die Verdrah- 
tung sabschni tie 2 und die zweiten Elektrodenabschniile 5, 
die brciter als die Verdrahtung sabschni lie 2 sind, an vonein- 15 
andcr unterschiedliehen Seiten ausgebildet, wobei zumin- 
desi ein Verdrahtungsabschnnt. 2 zwischen benachbarten 
zweiten Elektrode nabschniit.cn 5 ausgebildct ist, damit die 
brciten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander 
in einer Reihe ausgebildct sind. FoLglich besleht keine Not- 20 
wendigkeit, den Ab stand zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenab- 
schnitte 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer ho- 
heren Die hie und eine verkleinerte Halbleit.ervorricht.ung er- 
reicht. 25 

AchLes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem siebten Ausfuhrungsbeispiel sind die zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 und die Verdraht.ungsabschnitte 2 30 
uberlappt. Jedoch konnen die Halbleiterelementelektroden 
eine kleiner Untertei lungs brcite aufweisen, indem dieersten 
Elektrodenabsehnitte 4 und die Verdrahtung sabschni tie 2 an 
unterschiedliehen Seiten ausgebildct werden und ein Ver- 
draiitungsabschniti.2 zwischen benachbarten ersten Elektro- 35 
denabschnitten 4 derart angeordnet wird, da 6 die ersten 
Eleklrodenabschniite 4 nicht in einer Linie seitJich angeord- 
net sind. 

Wie vorstehend beschrieben kann gemaB den Ausfiih- 
rungsbeispielen eine Fein verdrahtung erreicht werden, in- 40 
dem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsieil zur eieklri- 
schen Verbindung der Halbleiterelememelektroden mit den 
AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht dicker als 
die Halfte der erforderlichen Dicke des Leit.erraltmenmateri- 
als ausgefuhrt wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- 45 
nes Lei lerrah mens, der die an beiden Seiten des Leiterrah- 
menmaterials angeordneten Verdrabtungs- und Elektroden- 
abschnitte aufweist, ein Halbleiierelemeni rnit einer grdBe- 
ren Anzahl von Sliften und einer kleineren Untertei lungs- 
breite erreicht werden, Zusatzlich kann durch Anordnung 50 
der AuBenelektroden an der ruckwartigen Seite der Halblei- 
terel entente eine kleiner HalbleitervorrichLung in it niedrige- 
ren Kosten erreicht werden. 

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehnien ist, wird 
ein Verdrahlungsteil mil einem ersten Elektrodenabschnitt 55 
4, der mit einer an einer Oberflache eines Haibleiterelements 
8 ausgebildeten Elektrodc elektrisch verbunden ist, einem 
zweiten Elektrodenabschnitt 5, dcr mit einer an einer exter- 
nen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbun- 
den ist, und einem Verdrahtungsabschnitl 2 geschaffen, der 60 
den erste Elektrodenabschnitt 4 mit. dem zweiten Elektro- 
denabschniu 5, Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite 
Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitl 2 sind 
aus einem pi alien fonnigen lei ten den K5rper 1 ausgebildct, 
wobci die Dicke des Vcrdrahtungsabschnius 2 nicht groftcr 65 
als die Halfte der Dicke des ersLcn Elektrodenabschnitts 4 
oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefuhrt ist. Eine 
Fein verdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der 
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Letter als Verdrahlungsteil zur elcktrischcn Verbindung der 
Halbleiterelemenieicktroden 9 mil den AuBenelektroden dcr 
Halbleitervorrichtung nicht groBer als die Tlalfte dcr erfor- 
derlichen Dicke des T^iierrahmcnmatcrials ausgettihri wird. 

Pafentanspruche 

1 . Verdrahlungsteil. gekennzeichnct durch 

einen ersten Elektrodenabschnitt. (4), der mit einer an 
einer Oberflache eines Halbleilerelements (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen 
zweiten Eiekirodenabschnin (5), der mil einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitl (2), der 
den ersten Eiekirodenabschnin. (4) mit. dem zweiten 
Elektrodenabschnitt (5) verbindet, 
wobei der erste Elektrodenabschniti (4). der zweite 
Elektrodenabschnitt (5) und dcr Vcrdrahtungsabschnitt 
(2) aus einem platten formi gen Ieitenden Korper (1) 
ausgebildct sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker ais halh so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Eleklrodcnab- 
schnitt. (5) ausgefuhrt ist. 

2. Verdrahtungsieil nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnei, daB der Verdrahtungsabschnitl (2) an einer 
Oberflache des platten fonnigen Ieitenden Korpers (1) 
vorgesehen ist. 

3. Verdrahtungsieil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verdrahlungsabschnitte (2) verstreut 
an beiden Oberflachen des plattenionnigen Ieitenden 
Korpers (1) angeordnet sind. 

4. Verdrahtungsieil nach einem der Anspruche K da- 
durch gekennzeichnel, daB die Dicke des ersten Elek- 
trodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des platienfonni- 
gen Ieitenden Korpers (1) sind. 

5. Verdralitungsteii nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnel, daB die Dicke entweder des 
ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des platienformi- 
gen Korpers (1) isi, wobei die Dicke des anderen nicht 
mehr als die Halfte der des plattenformigcn Ieitenden 
Korpers (1) befragt. 

6. VerdrahtungsLeil nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB der erste Elektrodenabschniti (4) oder der 
zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr 
als die Halfte des plattenformigcn ieitenden Korpers 

(1) betragu gepreBt wird, uin deren Oberflachen eben 
auszufiihren. 

7. Verdralitungsteii, gekennzeichnel durch 
einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mil einer an 
einer Oberflache eines Haibleiterelements (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen 
zweiten Elektrodenabschnitt (5), der nut einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden isu einen Verdrahtungsabschnitl (2), der den 
ersten Elektrodenabschnitt (4) rnit dem zweiten Elek- 
trodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungs- 
abschniu (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts 

(2) ausgebildct ist, 

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 
und der Verbindungsabschniu (6) aus einem plauenfbr- 
migen Ieitenden Korper (1) ausgebildct. sind und jc- 
weils die Dicke des ersten Elekirodenabschnius (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBcr als die Halfte dcr 
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Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgciuhrt ist. 

8. Verd rant ungsieil nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichncu daR der Verbindungsabschnitt (6) ein Ab- 
schnin ist. bei riem dcr Verdrahlungsahschniu (2) und 
enlweder dcr ersie Elektrodenabschniu (4) oder dcr 5 
zweite Elektrodenabschnitl (5), derbrciicr als dcr Ver- 
drahtungsabschniu (2) isi, sich gegenseitig iiberlappen. 

9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verb indungsabschni lie (6), die enlwc- 
dcr den erst en Elektrodenabschnitt. (4) odcr den zwei- 10 
ten Elektrodenabschnitl (5) aufweisen und an benach- 
barien Verdrahlungsabsehnitten (2) ausgebildet sind. 
derart angeordnet sind> daB sie nichi nebencinander 
ausgerichtet sind. 

10. VerdrahlungsLeil nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Verdrahtungs- 
abschnitt (2) ausdcm plaitenrormigen leitenden K6rper 

(1) durch Atzcn ausgcbildcf ist. 

1 1 . Verdrahlungsteil nach einem der Anspruche 1 bis 

1 0. dadurch gekennzeichnet, daB zumindesl eine Ober- 20 
flache des. ersten Elektrodenabschnitrs (4) oder dcs 
zweiten Elektrodenabschnitts (S) nicht dem Atzvor- 
gang unterzogen worden isi. 

12. Leiierrahmen, gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von VerdrahLungsleilen, wobei das Ver- 25 
drahtungsteil eincn ersten Elektrodenabschnitl. (4), der 
mil einer an einer Oberfiache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeien Elektrode (9) elektrisch verbunden 
isi, einen zweiten Elektrodenabschnitl (5), der mit einer 
an einer external Schalt.ung ausgebildeten Elektrode 30 
elektrisch verbunden isL und einen Verdrahtungsab- 
schnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitl 
(4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitl (5) verbindet, 
wobei der erste Elektrodenabschnitl (4), der zweite 
Elektrodenabschnitl (5) und der Verdrahtungsabschniii. 3S 

(2) aus einem platlenfomiigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitl (4) oder der zweite Elekirodenab- 
schnitt (5) ausgcfuhrt ist 40 

13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von Verdrahtungs.teilen, wobei das Ver- 
draht ungsieil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der 
mil einer an einer Oberfiache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 
ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mil einer 
an einer exLernen Schaltung ausgebildeten Elektrode 
elektrisch verbunden isi, einen Verdrahtungsabschniii 
(2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem 
zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen so 
Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teii 
des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des 
Verdrahtungsabschnilts (2) ausgebildet ist, 
wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschniii (2) 55 
und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenfor- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und Je- 
wells die Dicke des ersten Elektrode nabschnitts (4), 
des zweiten Elektrode nabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht. groBer als die Halfte der 60 
Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgefuhrt ist. 
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